Résumé

Ces derniéres années, les tailles des nanostructures de semi-conducteurs sont
devenues si petites que nous devons tenir compte des effets quantique. Le gaz d'électron
bidimensionnel dans 1’hétérostructure AlGaAs/InGaAs/GaAs pour une variété de différentes
configurations est étudié. La méthode de volume fini de pour déterminer I'énergie
potentielle, la densité d'¢lectron basée sur des calculs auto-cohérents des équations de

Schrodinger et de Poisson est décrites en cette structure.

~Abstract

In recent years, the sizes of semiconductors nanostructures have become so small that
we have to take into account quantum effects. The two-dimensional electron gas of
AlGaAs/InGaAs/GaAs hétérostructure for a variety of different configurations is investigated.
The control volume method to determine the potential energy, the electron density based on
self-consistent calculations of Schrodinger and Poisson equations are described in this

structure .
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